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Bescheinigung 



Die STEAG MicroTech GmbH in Pliezhausen/Deutschland hat eine Patentanmel- • # 
dung unter der Bezeichnung 
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"Vorrichtung und Verfahren zum Behandeln von Substraten' 
am 22. Dezember 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht 



Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprifngli-^ 
chen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 
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Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorlaufig die Symbol . • 
H 01 L und C 25 D der International Patentklassifikation erhalten. 
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Vorr i chtunQ und Verfahren zum Behandeln von Substraten 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich- 
5 tung und ein Verfahren zum Behandeln von Substraten, ins 
besondere von Halbleiterwaf ern. Derartige Vorrichtungen 
sind in der Technik zahlreich bekannt . Dabei ist es auch 
bekannt, uber eine Vielzahl von Dusen ein Behandlungs- # 
fluid auf einen Halbleiterwaf er zu leiten, wobei alle 
10 Dusen in gleicher Weise mit dem Behandlungsf luid beauf - # 
schlagt werden. • 



Dabei ergibt sich jedoch das Problem, daJS der Verbrauch j • • • ' 
des Behandlungsf luids relativ groS ist, da uber alle Du-S* 
15 sen dieselbe Menge an Behandlungsf luid eingeleitet wird* # * 
Bei weiter auSen liegenden Dusen, insbesondere im Randb^-.*' 
reich eines Wafers wird dabei in uberf lussiger Weise viei*!! 
Behandlungsf luid verbraucht . Daruber hinaus sind die au£»!«< 
diesen Vorrichtungen laufenden Prozesse relativ langsam. 



• • • • 

• • • • 



20 

Der vor liegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, den Medienverbrauch sowie Behandlungs zei ten zu 
reduzieren. 

25 Die Aufgabe wird erf indungsgemaS durch eine Vorrichtung 
zum Behandeln von Substraten, insbesondere von Halblei- 
terwafern, mit wenigstens einer im wesentlichen zentrisch 
zum Substrat angeordneten ersten Duse und einer Vielzahl 
von separat ansteuerbaren zweiten Dusen gelost . Uber die 

30 im wesentlichen zentrisch angeordnete erste Duse wird 
eine gleichmaSige , radial nach auSen stromende Fluid- 
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schicht auf dem Substrat erzeugt, die uber ein uber die 
separat ansteuerbaren zweiten Dusen eingeleitetes Fluid 
verandert werden kann, um eine fur die Behandlung op- 
timierte Stromung zu erzeugen. Dadurch kann der Behand- 
5 lungsvorgang beschleunigt und der Verbrauch des Behand- 
lungsfluids reduziert werden. 

Vorteilhaf terweise ist die erste Duse senkrecht auf das* 
Substrat gerichtet, so daS ein eingeleitetes Str6mungs- t < 

10 mittel am Substrat um 90° abgelenkt wird und eine. gleich-* # * 
maSige, nach aufien stromende Fluidschicht auf dem Sub- 
strat bildet . GemaS einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist* 
die erste Duse eine einzelne Punktduse, um Wechselwirkun«-»»*-»' 
gen zwischen verschiedenen Dusen zu vermeiden, und da- *• 

15 durch eine besonders gleichmaSige Fluidschicht auf dem 
Substrat zu erzeugen. 
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Fur eine gute, kontrollierte Veranderung der durch die 
erste Duse erzeugten Fluidstromung, bilden die zweiten 
20 Dusen wenigstens eine Dusengruppe, die entlang einer 
vorgegebenen Kontour, insbesondere einer Geraden ver- 
lauf t . Vorzugsweise sind sechs Dusengruppen dieser Art 
vorgesehen. 



25 GemaS einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der 
Erfindung erstrecken sich die Geraden, auf denen die 
Dusengruppen ausgebildet sind, tangential zu der ersten 
Duse . Durch Erzeugen einer tangentialen Stromung eines 
Fluids bezuglich der radial nach auSen stromenden Fluid- 

30 schicht, welche durch die erste Duse erzeugt wird, kann 

eine bevorzugte, spiralformig nach auSen gerichtete Stro- 



mung erzeugt werden. Dies konnte beispielsweise auch 
durch eine Spiral formige Kontour erreicht werden. 

Dabei sind die zweiten Dusen im wesent lichen senkrecht zu 
5 der Geraden gerichtet, um das Fluid im wesentlichen in 

Umf angsrichtung einzuleiten. Vorzugsweise ist wenigstens 
eine der zweiten Dusen zu einer Mittelachse der ersten # * 
Duse gerichtet. Um eine gute Tangentialkomponente zu 
erzeugen, sind die zweiten Dusen unter einem Winkel ••••^ 
10 kleiner 90° und vorzugsweise unter einem Winkel von 45° 

auf das Substrat gerichtet. Vorteilhaf terweise sind diej ,### * 
zweiten Dusen Punktdusen. 



Gemafi einer besonders vorteilhaf ten Ausfuhrung der Erf in*- *• 

• • • 

15 dung sind die erste Duse und die zweiten Dusen mit unter- t 

schiedlichem Druck beauf schlagbar , wodurch uber die zwej_- # ## . 

• • • 

ten Dusen eine optimale Einstellung der durch die erste 

• • • 

Duse erzeugten nach auSen strdmende Fluidschicht erf olgenl • • 9 
kann. Uber die eingeleitete Fluidmenge kann beispiels- 
20 weise die Steigung der spiralformig nach auSen gerichte- 
ten Stromung verandert und damit der Behandlungsvorgang 
optimal eingestellt werden. 

GemaS einer weiteren besonders bevorzugten Ausfuhrungs- 
25 form der Erfindung sind die erste Duse und die zweiten 

Dusen mit unterschiedlichen Fluids beauf schlagbar . Indem 
nur uber die zentrierte erste Duse ein Behandlungs fluid 
eingeleitet wird und uber die zweiten Diisen ein separates 
im wesentlichen nur die Stromung von der ersten Duse ein- 
30 stellendes Fluid eingeleitet wird, kann der Verbrauch des 
Behandlungs fluids wesentlich reduziert werden. 



Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist 
fur einen Spulvorgang uber die erste Duse Spul fluid ein- 
leitbar . 

5 

Zur Bildung einer kombinierten Behandlungs-/Trocknungs- 
vorrichtung ist an die erste Duse vorzugsweise ein Vakuiim**!* 
anlegbar. Wenn uber die erste Duse zunachst eine Behand-* ••••• 
lungsf lussigkeit auf das Substrat geleitet wurde, kann •••• 
10 dieses tropf chenweise an zu der Duse fuhrenden Leitungen»»»» 
bzw. der Duse selbst anhaften. Bei einer folgenden Troc)j»««*« 
nung konnten diese Tropf chen aus der Leitung bzw. der 
Duse entweichen, was den Trocknungsvorgang erheblich be 

eintrachtigen wurde . Ein derartiges Entweichen wird dur<5b 

• * • 

15 ein an die erste Duse angelegtes Vakuum verhindert . 

• • • 

• • • 

GemaS einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Er-**** 

• • • 

findung ist uber die zweiten Dusen ein Gas einleitbar, 
welches, ohne die Eigenschaf ten eines Behandlungs fluids 
20 zu verandern, die Stromung des~ Behandlungsf luids optimal 
einstellen kann. Des weiteren kann das uber die zweiten 
Dusen eingeleitete Gas zur Trocknung des Substrats nach 
einer vorhergehenden Behandlung verwendet werden. 

25 Bei einer weiteren Ausf uhrungsf orm sind die ersten und 
zweiten Dusen in einem gemeinsamen Grundkorper angeord- 
net. Urn eine gute Trennung der ersten Duse und den zwei- 
ten Dusen zu gewahrleisten, ist ein die erste Duse auf- 
weisender Einsatz in den Grundkorper einsetzbar. 
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Fur eine besonders kostengunstige und einfache Ausfuh- 
rungsform der Erfindung sind die zweiten Dusen in einer 
Dusenplatte des Grundkorpers ausgebildet und uber einen 
vorzugsweise ringf ormigen Fluidraum unterhalb der Dusen- 
5 platte ansteuerbar. 

Vorteilhaf terweise weist der Grundkorper eine die Dusen- 
platte umgebende und gegenuber dieser tiefer liegende • 
Flache auf , in der Bohrungen zur Aufnahme von Abstands- 
10 haltern. Die Abstandshalter dienen zur Abstandsein- 

stellung eines Uber der Vorrichtung angeordneten Sub- 
strathalters . Vorteilhaf terweise sind die Abstandshalter* 
verstellbar. • « 



• • • < 



15 GemaS einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Er 

findung ist am Grundkorper ein Uberlauf kragen vorgesehen,/ 
der eine Fluidstromung entlang einer AuSenseite eines da # ^* 
Substrat tragenden Substrattragers , insbesondere zur 
Trocknung desselben, ermoglicht. Um diese Fluidstromung 

20 zu unterstutzen, ist am bzw. im Uberlauf kragen wenigstens 
eine nach innen gerichtete Duse vorgesehen. Bei einer 
besonders vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm ist die wenig- 
stens eine Duse im Uberlauf kragen schrag nach oben 
gerichtet, um die durch die ersten und zweiten Dusen 

25 erzeugte Stromung zu unterstutzen. Vorteilhaf terweise ist 
eine Vielzahl von uber den Umfang des Uberlauf kragens 
vert eil ten Dusen vorgesehen, um eine gleichmafiige 
Fluidstromung am AuSenumfang eines Substrathalters zu 
erzeugen . 
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Bei einer weiteren bevorzugten Aus fuhrungs form der Er- 
findung ist wenigstens ein AblaS in dem Uberlauf kragen 
vorgesehen, um vor einem Trocknungsvorgang des Substrats 
und/oder eines Substrattragers Behandlungsf lussigkeit aus 
dem Uberlauf kragen abzulassen. Vorteilhaf terweise ist ein 
den Grundkorper umgebendes Becken vorgesehen, um Behand- 
lungsf lussigkeiten aufzufangen. 



Vorzugsweise weist die Vorrichtung einen Substrathalter .... 
und eine Einrichtung zum Lei ten eines Fluids, insbe- 
sondere einer Spulf lussigkeit in Kontakt mit einer 
Aufienseite eines Substrathalters auf , um diesen ggf . zu 
reinigen. • • 



15 
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25 



Die zuvor genannte Aufgabe wird auch durch ein Verfahren 

zum Behandeln von Substraten, insbesondere Halbleiter- 

wafern, gelost, das das Leiten eines Fluids auf eine zu **** 

* * 

behandelnde Oberflache des Substrats uber wenigstens eirl§* ## 
im wesentlichen zentrisch zum Substrat angeordnete erste 
Duse und das Leiten eines Fluids auf die zu behandelnde 
Oberflache des Substrats uber eine Vielzahl von separat 
angesteuerten zweiten Dusen auf weist . Bei diesem Verfah- 
ren ergeben sich dieselben Vorteile wie bei der zuvor 
genannten Vorrichtung, insbesondere ein Beschleunigung 
eines Behandlungsvorgangs und einen reduzierten Verbrauch 
des Behandlungsf luids . 



30 



Bevorzugte Ausgestaltungen des Verfahrens ergeben sich 
aus den untergeordneten Verf ahrensanspruchen, bei denen 
sich dieselben Vorteile, wie oben ausgefuhrt, ergeben. 
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Die Erfindung wird nachstehend anhand eines bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Figuren 
beschrieben. Es zeigen: 



5 Fig. 1 eine schematische Schnittansicht durch eine Be- 
handlungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung 
entlang der Linie B-B in Fig. 2; *** 
Fig. 2 eine Querschnittsansicht der erf indungsgemaSeif 1 
Behandlungsvorrichtung entlang der Linie A- A iu, 
10 Fig. 1; 

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf die erf in- ••« 
dungsgemaSe Behandlungsvorrichtung; * 
Fig. 4 eine vergroSerte Detailansicht eines Schnitts 
durch eine Duse entlang der Linie C-C in Fig. 
15 3 ; und 

Fig. 5 eine Querschnittsansicht ahnlich zu Fig. 2 ei- 

* • 

nes alternativen Ausfuhrungsbeispiels der Er- ** 
findung; 

Fig. 6 eine Querschnittsansicht einer alternativen 
20 Ausfuhrungsform der erf indungsgemaSen Behand- 

lungsvorrichtung . 

Die Erfindung wird zunachst anhand der Figuren 1 bis 4 
erlautert, welche eine erste Ausfuhrungsform der Erfin- 

25 dung darstellen. Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht 

einer Spul- und Trocknungsvorrichtung 1 der vorliegenden 
Erfindung. Oberhalb der Spul- und Trocknungsvorrichtung 1 
ist ein einen Halbleiterwaf er 2 tragender Substrathalter 
3 angeordnet. Der Substrathalter 3 besteht aus einem 

30 Oberteil 5 und einem ringformigen Unterteil 6, wobei der 
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Wafer 2 zwischen dem Oberteil 5 und dem Unterteil 6 
eingeklemmt ist. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird fur den naheren Auf- 
bau des Substrathalters 3 auf die am selben Tag wie die 
vorliegende Anmeldung eingereichte Anmeldung mit der An- 

meldenummer und dem Tit el "Substrat- 

halter" derselben Anmelderin Bezug genommen, die insofern 
zum Gegenstand der vorliegenden Erfindung gemacht wird. 



Die Spul- und Trocknungsvorrichtung 1 weist einen Grund^ 
korper 10 auf. Der Grundkorper 10 weist ein Ringglied 11 
auf. Auf einer Oberflache des Ringglieds sind drei 
Vertiefungen 12 mit jeweiligen Bohrungen vorgesehen. Di£*. \ 

m mm 

15 Vertiefungen 12 bzw. die Bohrungen dienen als Aufnahme • 

fur Stellschrauben 13 welche sich in Of fnungen des • ; ; 

• • • • 

Unterteils 6 des Substrathalters 3 erstrecken und als 
Auflage dienen. Uber die Stellschrauben 13 kann die H6he*** # 
und Ausrichtung des uber der Spul- und Trocknungsvor- 

20 richtung 1 befindlichen Substrathalters eingestellt und 

ggf . auch verandert werden. Eine Veranderung der Hohe ist 
z.B. zweckmaSig, um Fur das Trocknen und das Spulen 
unterschiedliche Abstande vorzusehen. Dabei ist darauf zu 
achten, daS ein auf dem Unterteil 6 des Substrathalters 3 

25 liegender Wafer nicht mit anderen Elementen der Spul- und 
Trocknungsvorrichtung 1 in Kontakt kommt, wenn das Unter- 
teil 6 auf den Stellschrauben 13 aufliegt. Anstelle von 
Stellschrauben 13 konnten auch verschiebbare Zylinder, 
Spindeln etc. verwendet werden. 

30 
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An einer Innenseite des Ringglieds 11 ist ein Flansch 14 
ausgebildet, dessen Innenseite mit einer Innenseite des 
Ringglieds 11 f luchtet . Der Flansch 14 erstreckt sich von 
dem Ringglied 11 nach oben. Ein auKerer Ubergang des 
5 Ringglieds 11 zu dem Flansch 14 ist rund ausgebildet, und 
die AuSenseite des Flansches 14 bildet im oberen Bereich 
eine nach innen gerichtete Schrage 15. Der runde Ubergang # * 
und die Schrage 15 bilden zusammen mit dem Oberteil 6 des 
Substrathalters 3 einen im wesentlichen gleichf ormigen 

10 Stromungskanal , wenn sich der Substrathalter 3 in der in **** 

• * 

Fig. 2 gezeigten Position befindet. I 

Am oberen Ende des Flansches 14 weist der Grundkorper 10; ### * # 
eine sich im wesentlichen senkrecht zu dem Flansch 14 
15 nach innen erstreckende Dusenplatte 17 auf, in der - wie 

nachfolgend noch in groSerer Einzelheit beschrieben wird. 

• • • 

- eine Vielzahl von Dusen 18 ausgebildet ist. Die Dusen- . . 

• • • 

platte 17 weist eine Mittelof f nung auf, Im Bereich der 
Mittelof f nung ist ein sich senkrecht und nach unten be- 
20 zuglich der Dusenplatte 17 erstreckender Flansch 20 vor- 
gesehen. Der Flansch 20 definiert eine Mittelof f nung des 
gesamten Grundkorpers 10. 

Zwischen dem Flansch 20, der Dusenplatte 17 und einer 
25 Innenseite des Flansches 14 bzw. des Ringgliedes 11 wird 
ein nach unten geoffneter Ringraum 22 gebildet . 



Die Unterseite des Ringraums 22 wird durch eine ringfor- 
mige AnschluSplatte 25 mit Offnungen 26 abgeschlossen. 
30 Wie in Fig. 2 zu sehen ist, weisen das Ringglied 11 und 
der Flansch 20 zum Ringraum weisende Ausnehmungen auf, 
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die jeweils eine Schulter zur Anlage der AnschluSplatte 
25 bilden. Die AnschluSplatte 25 wird mittels einer 
SchweiSung 27 bzw. 28 an dem Ringglied 12 und dem Flansch 
20 gehalten. 

5 

Im Bereich der Offnungen 2 6 der AnschluSplatte 2 5 sind 
AnschluSstutzen 30 angeschweiSt , die mit nicht naher dar-**I 
gestellten Leitungen verbunden werden, um ein Fluid in ••••• 
den Behandlungsraum 22 einzuleiten. •••• 

10 

In der durch den Flansch 20 gebildeten Mittelof f nung ists«.«I 
ein Einsatz 35 mit einem AnschluSstutzen 36 angeordnet . 
Der Einsatz 35 kann durch eine Schweifiung, eine Schraub-5 m # # J 
verbindung oder eine sonstige geeignete Verbindung in d£j* * 

15 Mittelof f nung befestigt sein. Eine Stirnseite 37 des Ein- 

satzes 35 fluchtet mit einer Oberseite der Dusenplatte 9 ** 
17. In der Mitte dieser Stirnflache 37 des Einsatzes 35 •••• 
ist eine Duse 38 vorgesehen, die uber nicht naher darge a .; ## r 
stellte Verbindungen mit dem AnschluSstutzen 36 in Ver- 

20 bindung steht . Der AnschluSstutzen 36 wird mit einer 
nicht naher dargestellten Leitung verbunden, um eine 
Spulf lussigkeit durch die Duse 38 zu leiten bzw. um - wie 
nachfolgend noch naher beschrieben wird - ein Vakuum an 
die Duse 38 anzulegen. 

25 

Wie am besten in Fig. 1 zu erkennen ist, sind die in der 
Dusenplatte 17 ausgebildeten Dusen 18 jeweils entlang 
einer Geraden ausgebildet, welche tangential zu der zen- 
trierten Duse 38 des Einsatzes 35 verlaufen. Insgesamt 
30 sind sechs Dusengruppen vorgesehen, die sich entlang je- 
weiliger Geraden erstrecken. Jede Dusengruppe weist sechs 



« 0 0 • •••• *L1 • • -a- • •• •••• 

* * • * • •»• *• • • ^^Bt* • • • • • • * 

«,«•••• • • i^^H • • 

a • # • • • • ^^^v • • • • • • • • • 

* • • * • • •• • • m • • • • 

* • •• •••••••• ««M •••• • •* • •• 

Dusen 18 auf. Die Anordnung und Anzahl der Dusengruppen 
sowie der Dusen 18 pro Gruppe kann sich je nach Bedarf 
von der dargestellten Anzahl unterscheiden. So konnen 
sich die Dusen beispielsweise entlang einer gekrummten 
5 oder sonstigen Kontur angeordnet sein. 

Auch die in Fig. 1 und 2 dargestellten Abstande der Dusen* *♦* 

• 

18, insbesondere bezuglich der zentrierten Duse 38 des •••••• 

Einsatzes 35, konnen von der Darstellung abweichen. Die 
10 radial am weitesten innen liegenden Dusen 18 der Dusen- •••• 

gruppen sind moglichst nahe an der zentrierten Duse 38 
des Einsatzes 3 5 angeordnet, obwohl der Abstand in Fig. 1* 
relativ groS erscheint . 

• • • 

• • • 

15 In Fig. 3 ist eine schematische Draufsicht auf die Spul- 

und Trocknungsvorrichtung 1 der vorliegenden Erfindung ^ # ## # 

• • • 

dargestellt. In der Fig. 3 ist schematisch die Stromungs-*** 

• • • 

beziehung der durch die zentrierte Duse 3 8 erzeugten 
Stromung bezuglich der durch die Dusen 18 erzeugten Stro- 

20 mung dargestellt. Von der Duse 38 geht eine gleichmaSige, 
radial nach auSen gerichtete Stromung aus, wie durch die 
Pfeile 40 in Fig. 3 dargestellt ist. Von den Dusen 18 
geht jeweils eine quer zu der erwahnten Radial stromung 
gerichtete Stromung aus, wie durch die Pfeile 42 ange- 

25 deutet ist. Durch das Zusammenwirken der durch die Pfeile 
40 angezeigten Radial stromung mit der durch die Pfeile 42 
angezeigten quer dazu verlaufenden Stromung ergibt sich 
eine spiral formig nach auSen verlaufende Stromung, wie 
durch die Pfeile 44 in Fig. 3 angedeutet ist. 



30 
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Urn die quer zu der Radial stromung verlaufende Stromung zu 
erzeugen, sind die Dusen 18 jeweils unter einem Winkel 
von 90° bezuglich der Geraden, entlang derer sie ausge- 
bildet sind, gerichtet . Ferner bilden sie einen Winkel 
5 von kleiner 90° zu einer Oberflache 48 der Dusenplatte 
17, d. h. daS die durch die Dusen 18 eine Fluidstromung 
mit einem Winkel von kleiner 90° auf den daruber bef ind • 
lichen Wafer leiten. Der Winkel betragt bei dem darge- ••••!• 
stellten Ausf uhrungsbeispiel 45°. Es ist aber auch denk- 

• • • • 

10 bar, irgendeinen anderen Winkel, der kleiner als 90° isf /# . ## * 
auszuwahlen, urn die quer zu der Radial stromung verlauf erC- ### ; # 
de Stromung zu erreichen. # 



Wahrend des Betriebs der zuvor beschriebenen Spul- und • 

• • • 

15 Trocknungsvorrichtung 1 wird zunachst der einen Wafer 2 • ## * 
tragende Substrathalter 3 in eine uber der Vorrichtung 

• • • 

befindliche Behandlungsposition bewegt . AnschlieSend wirdJ»»* 

• • 

uber die zentrisch angeordnete Duse 38 eine Spulf lussig-I I I 

• • • • 

keit, wie z. B. Wasser, auf den daruber befindlichen 
20 Halbleiterwaf er 2 geleitet. Der Strahl wird am Wafer 2 urn 
90° abgelenkt und bildet eine gleichmaSige, radial nach 
auSen stromende Wasserschicht auf dem Wafer 2 (siehe 
Pfeile 40 in Fig. 3) . Gleichzeitig wird uber die Dusen 18 
tangential zu der radial stromenden Wasserschicht Gas, 
25 wie z. B. N 2 oder CDA (d. h. saubere Trockenluft) , zuge- 
fuhrt (siehe Pfeile 42 in Fig. 3) . Durch die radiale 
Stromung des Wassers in Zusammenwirkung mit der tangen- 
tialen Stromung des Gases wird eine spiral formig nach 
aufien gerichtete Stromung (siehe Pfeile 44 in Fig. 3) 
30 erzeugt. Uber die zugefuhrte Gasmenge kann die Steigung 
des Spiralbildes verandert und der Spulvorgang optimal 
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eingestellt werden. Eine Optimierung des Spulvorgangs 
kann auch durch Einstellen des Abstands zwischen dem 
Wafer 2 und der Dusenplatte 17 erfolgen. 

5 Bei einem anschlieSenden Trocknungsvorgang wird fiber den 
AnschluiS 3 6 ein Vakuum an die zentrierte Duse 3 8 ange- 
legt. Uber die Dusen 18 wird weiterhin Gas eingeleitet . •••••• 

An die zentrierte Duse 3 8 wird ein Vakuum angelegt, damit...I # 
keine in den Leitungen anhaftenden Wassertropf chen durch 

• • • • 

10 die Duse 38 entweichen. Dabei ist das Vakuum an der zen-\ tff * 

trierten Duse 3 8 gerade stark genug, urn einem Vakuum entj ## .; # 

gegen zu wirken, welches von auSen durch die Gasstromung • 

durch die Dusen 18 an der Duse 3 8 angelegt wird- Das von 

innen angelegt e Vakuum ist aber nicht stark genug, um 

15 eine wesentliche Stromung des von den Dusen 18 ausge- 

stoSenen Gases in die Duse 3 8 zu bewirken. Die durch die 

Dusen 18 erzeugte Gasstromung erzeugt im Bereich der Dus&I.. # 

• * 

3 8 Verwirbelungen, so daE auch dort eine Trocknung des ! ! ! 

• • • • 

daruber befindlichen Substrats 2 erfolgt. Uber die Durch- 
20 fluSmenge des Gases und den Abstand zwischen dem Subs t rat 
2 und der Dusenplatte 17 kann der Trocknungsvorgang opti- 
mal eingestellt werden. Nach erfolgter Trocknung wird das 
Oberteil 5 des Substrathalters 3 angehoben, um den Zu- 
griff auf den nunmehr frei auf dem Unterteil 6 liegenden 
25 Wafer 2 freizugeben. In dieser Position wird der Wafer 2 
durch einen Handhabungs -Robot er aus dem Substrathalter 3 
entnommen und durch einen neuen, unbehandelten ersetzt. 
Der Substrathalter 3 wird wieder geschlossen und ist fur 
eine neue Behandlung bereit . 

30 
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Fig. 5 zeigt eine weitere Ausf uhrungsf orm der Erf inching, 
die der ersten Ausf uhrungsf orm im wesentlichen gleicht. 
In Fig. 5 werden - soweit dies angebracht ist - dieselben 
Bezugszeichen verwendet, wie bei dem zuvor beschriebenen 
5 Ausfuhrungsbeispiel gemaS den Fig. 1-4. 

Die Spul- und Trocknungsvorrichtung gemaS Fig. 5 unter- 
scheidet sich von dem zuvor beschriebenen Ausf uhrungsbei~ • • • • 
spiel darin, daS an einem aufieren Rand des Ringelements #### 
10 11 ein Uberlaufkragen 50 vorgesehen ist, der entweder *•••#* 
einstuckig mit dem Ringglied 11 ausgebildet ist, oder eiih..!ft 
separates Bauteil ist, welches auf geeignete Weise mit • 
dem Ringglied 11 verbunden ist. In dem Uberlaufkragen i^t; ## : # 

ein steuerbarer AblaS 52 zum Ablassen von Behandlungs- ; # • 

• • • 

15 fluid ausgebildet. • ## 

• * 

• • • 

, „ • • • 

Zwischen emer Innenseite des Uberlauf kragens 50, einer •••• 

Oberseite des Ringglieds 11 und einer AuSenseite des 
Flansches 14 wird ein nach oben geoffneter Ringraum 53 

20 gebildet, in den von oben das Unterteil 6 des Substrat- 
halters 3 eingefuhrt werden kann, wie in Fig. 5 zu sehen 
ist. In der in Fig. 5 gezeigten Position wird zwischen 
dem Substrathalter und dem Grundkorper 10 ein Stromungs- 
kanal gebildet. Dieser Stromungskanal erstreckt sich auch 

25 zwischen einer Innenseite des Uberlauf kragens und einer 

AuSenseite des Substrathalters , insbesondere einer AuSen- 
seite des Unterteils 6. In dem Uberlaufkragen 50 sind 
schrag nach oben gerichtete, nach innen weisende Dusen 55 
vorgesehen, uber die ein Fluid wie z.B. eine Spulflussig- 

30 keit oder ein Trocknungsgas Gas in den Stromungskanal 

zwischen dem Uberlaufkragen und dem Substrathalter ein- 



geleitet werden kann. Die Anzahl und Ausrichtung der 
Dusen 55 im Uberlauf kragen 50 richtet sich nach dem je- 
weiligen Bedarf . So konnte beispielsweise eine einzelne, 
nach innen gerichtete Duse vorgesehen sein. Auch ist es 
nicht erf orderlich, daS die Dusen im Uberlauf kragen 
ausgebildet sind,. da sie auch separat ausgebildet und am 
Uberlauf kragen befestigt sein konnen. « 



Der Betrieb des Spul- und Trocknungsvorrichtung gemaS dem 

zweiten Ausf uhrungsbeispiel ist im wesentlichen identisrf\ 

zu dem Betrieb der Spul- und Trocknungsvorrichtung gema2r # 

• 

dem ersten Ausf uhrungsbeispiel . Durch den Uberlauf kragen 

50 wird jedoch bei geschlossenem AblaS 52 die Stromung • 

• 

der Spvilf lussigkeit entlang der AuSenseite des Substrata 
halters geleitet, um diesen ebenfalls zu reinigen, sofem 
dies notwendig ist. Die entlang der AuSenseite des Sub- 
strathalters nach oben gerichtete Stromung wird durch *. 
eine uber die Dusen 55 erzeugte Stromung unterstutzt. I 
Nach dem Spulvorgang wird zunachst uber den AblaS 52 in 
dem Ringraum 53 stehende Spul f lussigkeit abgelassen. 
AnschlieSend wird der AblaS 52 wieder geschlossen und der 
oben beschriebene Trocknungsvorgang eingeleitet, wobei 
die Stromung auch entlang der AuSenseite des Substrat- 
halters verlauft, um eine Trocknung zu bewirken. Die 
Stromung entlang der AuSenseite des Substrathalters und 
die Trocknung des Substrathalters wird wiederum durch 
eine uber die Dusen 55 eingeleitete Gasstromung unter- 
stutzt. 

Die Spul- und Trocknungsvorrichtungen des ersten und 
zweiten Ausf uhrungsbei spiels sind jeweils von einem nicht 
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dargestellten Becken umgeben, urn die verwendete Spulflus- 
sigkeit aufzufangen. 

Figur 6 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Figur 6 zeigt eine Querschnittsansicht einer Spui- und 
Trocknungsvorrichtung 100 der vorliegenden Erfindung. 
Oberhalb der Spul- und Trocknungsvorrichtung 100 ist eii>< 
einen Halbleiterwaf er tragender Substrathalter 103 
angeordnet, dessen Aufbau und Funktion im wesentlichen 
dem Substrathalter 3 gemaS dem ersten Ausfuhrungsbeispi<?^ -## 
entspricht. Der Substrathalter 103 besteht aus einem • • 
Oberteil 105 und einem Unterteil 106, wobei der Wafer 
zwischen dem Oberteil 105 und dem Unterteil 106 
eingeklemmt ist, * 



• * • • 



• • < 

• • • 



• • 



i • • • 



Auf dem Oberteil 105 befindet sich ein Korper 108, dessen* t$ 
Form der Form des Oberteils 105 des Substrathalters 103 
angepaSt ist, und der einen groSeren Umfang besitzt als! I 
das Oberteil 105. Am Aufienumfang des Korpers 108 ist ein 
sich nach unten erstreckender Flansch 109 ausgebildet, 
der das Oberteil 105 teilweise umgibt, wodurch dazwischen 
ein nach unten geoffneter Raum 110 gebildet wird. 



In dem Korper 108 ist eine Querbohrung 112 ausgebildet, 
25 die in einem Mittelbereich des Korpers 108 mit einer 

Vertikalbohrung 113 in Verbindung steht. Die Vertikal- 
bohrung steht uber ein AnschluSelement 114 mit einer 
nicht dargestellten Leitung in Verbindung, uber die ein 
Fluid in die Bohrung 113 und somit die Querbohrung 112 
30 eingeleitet werden kann. Das von der Bohrung 113 ent- 

fernte Ende der Bohrung 112 steht mit einem Raum 116 in 



Verbindung, der sich um den ganzen Korper 108 herum 
erstreckt, und der einen rechteckigen Querschnitt auf- 
weist. In einem Boden 117 des Raums 116 ist eine Offnung 
118 ausgebildet, die den Raum 116 mit dem Raum 110 ver- 
bindet . 

Somit kann im Betrieb der Vorrichtung 100 uber den An- 
schluS 114 ein Fluid, wie zum Beispiel eine Spulflus- 
sigkeit, in den Korper 108 eingeleitet werden, welche 
dann uber die Bohrungen 113 und 112 zu dem Raum 116 
geleitet wird. Uber die Offnung 118 tritt die Spulflus- • 
sigkeit dann in den Raum 110 aus, von wo aus sie an einer 
Aufienseite des Substrathalters herunterlauft, um diese zu 
reinigen. 

Die Spul- und Trocknungsvorrichtung 100 weist ferner 
einen Grundkorper 120 auf. Der Grundkorper 120 besitzt *• 
einen Basisteil 122, in dem eine Querbohrung 124 ausge- 
bildet ist. Der Basisteil 122 besitzt eine Mittelof f nung 
126, die einen Innenumfang 128 des Basisteils 122 defi- 
niert. An einer Innenseite des Basisteils 122 ist ein 
Flansch 130 ausgebildet, dessen Innenseite 132 mit dem 
Innenumfang 128 fluchtet. Eine AuSenseite 134 des Flan- 
sches 13 0 bildet im oberen Bereich eine nach innen 
gerichtete Schrage 136. 

Am oberen Ende des Flansches 13 0 weist der Grundkorper 
12 0 eine sich senkrecht zu dem Flansch 13 0 nach innen 
erstreckende Dusenplatte 140 auf, in der - wie nach- 
folgend noch in grdSerer Einzelheit beschrieben wird - 
eine Vielzahl von Dusen 142 ausgebildet ist. In einem 




Mittelbereich der Dusenplatte ist ein sich nach unten 
erstreckender Dusenkorper 144 einteilig mit der 
Dusenplatte 140 ausgebildet. Zwischen dem Innenumfang 128 
des Basisteils 122 und der Innenseite 132 des Flansches 
5 130 einerseits und einer AuSenseite des Dusenkorpers 144 
andererseits wird ein nach unten geoffneter Ringraum 146 
gebildet. Die Unterseite des Ringraums 146 wird durch •••••• 

eine ringformige Platte 148 verschlossen. Wie in Figur 6 ### I; # 

zu sehen ist, weist das Basisteil 122 und der Dusenkorper 

• • • • 

10 144 zum Ringraum 146 weisende Ausnehmungen auf, die je- 

weils eine Schulter zur Anlage der Platte 148 bilden. Di£ ### ; # 
Platte 14 8 ist an den Basisteil 122 und den Dusenkorper # 
144 geschweifit. # # 

• • • 

15 Uber die Querbohrung 124 des Basisteils 122 steht der • 

Ringraum 146 mit einer nicht naher dargestellten Leitung ## 

• • • 

in Verbindung, uber die ein Fluid wie z.B. N 2 in den 

Ringraum 14 6 eingeleitet werden kann. lit 

• • • * 

20 In dem Dusenkorper 144 ist ein Hohlraum 150 ausgebildet, 
der mit einer daruber angeordneten Duse 152 in Verbindung 
steht. Die Duse 152 liegt auf einer Mittelachse der 
Dusenplatte 140 und ist senkrecht nach oben gerichtet. 
Der sich unter der Duse 152 befindliche Hohlraum 150 

25 steht mit einer sich senkrecht zu der Ebene der Zeichnung 
erstreckenden Leitung 154 in Verbindung, die auf nicht 
dargestellte Art und Weise durch den Ringraum 14 6 zu 
einer AuSenseite des Grundkorpers 120 gefuhrt ist. Uber 
die Leitung 154 kann der Hohlraum 150 und somit die Duse 

30 152 mit einem Fluid wie z.B. einer Spul- oder Atzflus- 
sigkeit beaufschlagt werden. Wie oben unter Bezugnahme 



auf die Mittelduse des ersten Ausf uhrungsbeispiels 
beschrieben wurde, kann an die Duse 152 auch ein Vakuum 
angelegt werden. 

In der Dusenplatte 140 sind wie oben erwahnt Dusen 142 
vorgesehen, die in gleicher Weise wie die Dusen 18 in der 
Dusenplatte 17 des ersten Ausf uhrungsbeispiels angeordnet 
sind. Neben den Dusen 142 sind im Bereich des Dusenkor- •« 
pers 144 zusatzliche, schrag nach innen gerichtete Dusen 
156 vorgesehen, die auch mit dem Ringraum 146 in Verbin-* # 
dung stehen. Uber die Dusen 156 kann eine Fluidstromung ; # 
in Richtung der Mittelachse der Dusenplatte 140 gerichtet 
werden, urn in diesem Bereich, insbesondere bei einer j # 
Trocknung eines daruber befindlichen Substrats eine ver-j^ 
besserte Stromung zu erzeugen. * 

« 

Am Basisteil 122 ist neben dem Flansch 130 ein weiterer *• 
sich nach oben erstreckender Flansch 160 ausgebildet, deSr 
im wesent lichen dem Uberlauf kragen, gemaS dem zweiten 
Ausf uhrungs bei spiel der Figur 5 entspricht. Zwischen dem 
Uberlauf kragen 160 und dem Flansch 130 wird ein nach oben 
geoffneter Raum 164 gebildet. Der Raum 164 steht mit 
einem nicht dargestellten AuslaS in Verbindung, uber den 
in dem Raum 164 befindliche Flussigkeit abgelassen werden 
kann. 

In dem Bereich der Querbohrung 124 ist der Basisteil 122 
breiter ausgebildet, wie auf der linken Seite in Figur 6 
zu erkennen ist- In diesem Bereich ist neben dem Flansch 
160 ein weiterer, sich von dem Basisteil 122 nach oben 
erstreckender Flansch 166 vorgesehen. Zwischen den 




Flanschen 160 und 166 wird ein Eingriff fur einen nicht 
dargestellten Schwenkarm zur Bewegung der Vorrichtung 100 
gebildet . 



5 Der Betrieb der Spul- und Trocknungsvorrichtung gleicht 
im wesentlichen dem oben beschriebenen Betrieb. Jedoch 
wird das Flussigkeitsniveau in dem Raum 164 zu jeder Zeit; # .. #t 
unterhalb einer Oberkante des Flansches 160 gehalten, um 
zu verhindern, daS Flussigkeit uber den Flansch 160 hin- 

• * • • 

10 weg stromt . • • 

• • # • 

Wahrend der Spulung eines Wafers, wird eine AuSenseite 
des Substrathalters 103 durch Spulf lussigkeit gereinigt /# # 
welche uber den Korper 108 an die AuSenseite des Sub- * # 
15 strathalters 103 geleitet wird. ! 

• # 
• • • 

Wahrend der nachf olgenden Trocknung des Wafers wird die # # ; ## * 

« • 

Spulung der AuSenseite des Substrathalters 103 einge- J j j 

• • • 9 

stellt. Ferner wird ein Vakuum an die mittlere Duse 152 
20 angelegt und uber die Dusen 142 und 156 wird eine Stro- 
mung eines Trocknungsgases wie z.B. N 2 auf den Wafer 
gerichtet . Dabei wird uber die schrag nach innen geneig- 
ten Dusen 152 eine zu der Mittelachse der Dusenplatte 
gerichtete Stromung erzeugt . Hierdurch wird eine verbes- 
25 serte Trocknung des der Duse 152 gegenuberliegenden 
Bereichs des Wafers erreicht . 

Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Aus- 
fuhrungsbei spiel e beschrieben wurde, ist die Erfindung 
30 nicht auf die speziell dargestellten Ausf uhrungsf ormen 
beschrankt . So sind beispielsweise die Diisen 55 in dem 
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Uberlauf kragen 50 sowie der AblaS 52 nicht unbedingt not- 

wendig, da die durch die Dusen 18 und 38 erzeugte Stro- 

mung ausreichen wurde, urn auch eine Stromung entlang der 

Aufienseite des Substrathalters zu erzeugen. Alternativ 

5 konnte auch ein AblaS im Ringglied 11 des Grundk6rpers 10 

ausgebildet sein,* um in dem Ringraum 53 stehende Flus- 

sigkeit abzulassen. Die erf indungsgemafie Vorrichtung istw««»»; 

auch nicht auf eine Spul- und Trocknungsvorrichtung be- 

schrankt, da sie fur jede Art der Substratbehandlung, wie 

*• • • 

10 z.B. eine At zbehandlung mit einem Atzmedium, geeignet I I 

• • • • 

ist, bei der auf einer Substratoberf lache eine Stromung * • 
erzeugt werden muS. Die Vorrichtung konnte als kombi- 
nierte Atz- Spul- und Trocknungseinheit eingesetzt 

werden, bei der die jeweiligen Verfahren sequentiell 

• • • 

15 durchgefuhrt werden. Abhangig von der Form des Substrata 

kann die Vorrichtung auch eine andere als die darge- # 

• • • 

stellte runde Form, wie z.B. eine Rechteckf orm, besitzeit^ 
Die verschiedenen dargestellten und beschriebenen Ele- • 

• • • » 

mente der Vorrichtung konnen insbesondere auch jeweils 
20 einzeln und unabhangig voneinander verwendet werden. Sie 
sind daher als unabhangige Merkmale anzusehen. 



% • • % • 
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Patentanspruche 

Vorrichtung (1;100) zum Behandeln von Substraten 
(2) , insbesondere von Halbleiterwaf ern, mit wenig- 
stens einer, im wesent lichen zentrisch zum Substrat 
(2) angeordneten ersten Duse (38; 152) und einer 
Vielzahl von bezuglich der ersten Duse separat an- 
steuerbaren zweiten Dusen (18 ; 142 , 144) . 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS die erste Duse (3 8; 152) senkrecht 
auf das Substrat (2) gerichtet ist. 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet , daS die erste Duse (3 8; 152) eine # 
einzelne Punktduse ist. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daS die zweiten 
Dusen (18;142 / 144) wenigstens eine Dusengruppe 
bilden, die entlang einer vorgegebenen Kontur 
verlauf t . 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Kontour eine Gerade ist. 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 4 oder 5, gekenn- 
zeichnet durch sechs Dusengruppen . 
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7. Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, daS sich die Gerade (n) tangential zu 
der ersten Duse (38; 152) erstreckt (erstrecken) . 

5 8. Vorrichtung (1;100) nach einem der Anspruche 5 bis 
7, dadurch gekennzeichnet , daS die zweiten Dusen 
(18/142,144) im wesentlichen senkrecht zu der Ge- 
raden gerichtet sind. ; 

10 9. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden * 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da£ wenigstens 
eine der zweiten Dusen (144) zu einer Langsachse det 
ersten Duse (152) gerichtet ist. 



• • • < 



15 10. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden I^j 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die zweiten • •**• 
Dusen (18 ; 142 , 144) unter einem Winkel kleiner 90° 
auf das Substrat (2) gerichtet sind. 

20 11. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die zweiten 
Dusen (18; 142, 144) unter einem Winkel von 45° auf 
das Substrat gerichtet sind. 

25 12. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die zweiten 
Dusen (18; 142, 144) Punktdusen sind. 

13. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
30 Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da£ die erste 
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Duse (18; 152) und die zweiten Dusen (18; 142 ,144) mit 
unterschiedlichem Druck beauf schlagbar sind. 



14. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
5 Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die erste 

Duse (18; 152) und die zweiten Dusen (18; 142 ,144) mit 
unterschiedlichen Fluids beauf schlagbar sind. 

• * 

15. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
10 Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS uber die 

erste Duse (18; 152) Spulfluid einleitbar ist. 

16. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS an die erste* 

15 Duse (18; 152) ein Vakuum anlegbar ist. . 4 

• 4 
• 4 

17. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden *.J 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS uber die 
zweiten Dusen (18; 142, 144) ein Gas einleitbar ist. 

20 

18. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die erste 

(18; 152) und die zweiten Dusen (18; 142, 144) in einem 
geme ins amen Grundkorper angeordnet (10; 12 0) sind. 

25 

19. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch einen die erste Duse 

(3 8) aufweisenden Einsatz (35) , der in den Grund- 
korper (10) einsetzbar ist. 

30 



Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die zweiten 
Dusen (18; 142 ,144) in einer Dusenplatte (17; 140) des 
Grundkorpers (10; 120) ausgebildet sind. 



Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch einen Fluidraum 
(22;146) unterhalb der Dusenplatte (17;140). ; 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS der Fluidraum (22; 146) ringformig^ 
ist • 

• 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch eine die Dusenplatte^ 
(17; 140) umgebende und gegenuber dieser tiefer . 
liegenden Flache des Grundkorpers (10) . 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 23, gekennzeichnet 
durch eine Vielzahl von Bohrungen in der Flache des 
Grundkorpers (10) und eine entsprechende Anzahl von 
in den Bohrungen aufgenommenen Abstandshaltern (13) . 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 24, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS die Abstandshalter (13) verstell- 
bar sind. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch einen Uberlauf kragen 
(50) am Grundkorper (10) . 
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27. Vorrichtung (1/100) nach Anspruch 26, gekennzeichnet 
durch wenigstens eine nach innen gerichtete Duse 
(55) am Uberlauf kragen (50) . 

28. Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 27, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS die wenigstens eine Duse (55) im**" 
Uberlauf kragen (50) ausgebildet ist. ••• 



• • • • 



29. Vorrichtung (1;100) nach einem der Anspruche 2 5 bis 1 
28, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von uber dei}' 
Umfang des Uberlauf kragens (50) verteilte Dusen 

(55) . 



30. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
15 Anspruche, gekennzeichnet durch wenigstens einen 

AblaS (52) im Uberlauf kragen (50) . 



• • • • 



• * 



31. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch ein den Grundkorper 

20 (10) umgebendes Becken. 

32. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung 

(108) zum Leiten eines Fluids auf eine AuSenseite 
25 eines das Substrat tragenden Substrathalters (103). 

33. Vorrichtung (1,-100) nach Anspruch 32, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Einrichtung (108) auf dem 
Substrathalter (103) angeordnet ist. 

30 



Vorrichtung (1;10 0) nach Anspruch 32 oder 33, 
dadurch gekennzeichnet, daS das Fluid eine Spul- 
flussigkeit ist. 

Verfahren zum Behandeln von Substraten (2) , insbe- 
sondere Halbleiterwaf ern, das die folgenden Schritt 
aufweist : 

- Lei ten eines Fluids auf eine zu behandelnde Ober.- 
flache des Substrats (2) uber wenigstens eine im 
wesentlichen zentrisch zum Substrat angeordnete • 
erste Duse (38;152); und 

- Leiten eines Fluids auf die zu behandelnde Ober- # 
flache des Substrats (2) uber eine Vielzahl von ; 
bezuglich der ersten Duse (38;152) separat 
angesteuerten zweiten Dusen (18 ; 142, 144) . • 

Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet , 
daS das Fluid uber die wenigstens eine erste Duse 
(3 8; 152) senkrecht auf die Oberflache des Substrats 
geleitet wird. 

Verfahren nach Anspruch 35 oder 36, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Fluid uber die zweiten Dusen 
(18 ; 142 , 144) im wesentlichen in Umf angsrichtung des 
Substrats (2) auf die zu behandelnde Oberflache 
geleitet wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS das Fluid 
uber die zweiten Dusen (18;142,144) mit einem Winkel 
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kleiner 90° auf die zu behandelnde Oberflache des 
Substrata (2) geleitet wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
anspruche, dadurch gekennzeichnet , daS das Fluid 
uber die zweiten Dusen (18/142,144) mit einem Winkel 
von 45° auf die zu behandelnde Oberflache des Sub- 
strata (2) geleitet wird. # * 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verf ahrens-I * 
anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS uber die 
ersten und zweiten Dusen Fluid mit unterschiedliche$f 
Drucken auf die zu behandelnde Oberflache des Sub- •• 
strats (2) geleitet wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS uber die ers' J 
ten und zweiten Dusen unterschiedliche Fluids auf 
die zu behandelnde Oberflache des Substrats (2) ge- 
leitet werden. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS uber die 
erste Duse (38; 152) ein Spulfluid auf die zu behan- 
delnde Oberflache des Substrats (2) geleitet wird. 



Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS an die erste 
Duse (3 8; 152) ein Vakuum angelegt wird. 



Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dafi uber die 
zweiten Dusen (18;142,144) ein Gas auf die zu 
behandelnde Oberflache des Substrats (2) geleitet 
wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
anspruche, gekennzeichnet durch Leiten eines Fluids, 
auf eine AuSenoberf lache eines das Substrat (2) tra 
genden Substrattragers (3) uber wenigstens eine in. 
einem Uberlauf kragen (50) der Vorrichtung angeord- 
nete Duse (55) - • 
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Um bei einer Vorrichtung und einem Verfahren zum Behan- 
deln von Substraten einen verringerten Medienverbrauch 
und reduzierte Behandlungszeiten vorzusehen, wird uber 
wenigstens eine im wesent lichen zentrisch zum Subs t rat 
angeordnete erste Duse ein Fluid auf eine zu behandelnde ####< 
Oberflache des Substrats geleitet, und uber eine Vielzahl»«« 
von bezuglich der ersten Duse separat angesteuerten zwei i### 
ten Dusen ein Fluid auf die zu behandelnde Oberflache d^S***' 
Substrats geleitet. 
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